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概  要 
「銅の 1,000 倍の電流が流せ、鋼鉄の数十倍の強さを持ち、羽のように軽くしなやかな材料」

がｸﾞﾗﾌｪﾝです。この夢の素材ｸﾞﾗﾌｪﾝの様々な応用を目指し日々の研究に励んでいます。 

従来技術・ 

競合技術 
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本技術の 

有用性 

私たちは、特に量産性の高い方法で、ｸﾞﾗﾌｪﾝを生成する研究をおこなっております。 

 ｸﾞﾗﾌｪﾝは炭素原子が 6 員環構造に稠密に配列した単層膜であり、物質を通しません。し

たがって、ｸﾞﾗﾌｪﾝで包むことにより真空中で水滴を保つことも可能です。この技術により、

電子顕微鏡で生きた細胞の観察が出来るようになりました。 

 また、結晶基板をｸﾞﾗﾌｪﾝ膜で覆いその上に半導体を成長すると、ｸﾞﾗﾌｪﾝに遮られ下地基

板と成長層の間には分子結合が形成されません。しかし、下地基板の結晶情報はｸﾞﾗﾌｪﾝ膜

でへだてられた上部成長層に電気力を介し伝達され、高品質な結晶が成長します。原子の一

つ一つがリﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙされ格子位置にならび、ｸﾞﾗﾌｪﾝ上で結晶が再構成されるのです。こ

の現象は「ﾘﾓｰﾄｴﾋﾟﾀｷｼｰ」と呼ばれ、次世代の結晶成長技術として大いに注目されています。

我々はﾘﾓｰﾄｴﾋﾟﾀｷｼｰを結晶の高品質化に利用します。 

さらに、ｸﾞﾗﾌｪﾝの上に成長した半導体結晶は簡単に剥がれるので、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸの様な柔軟素

材の上にも転写でき、ウェアラブルデバイスの実現に一役果たします。 

 このようにｸﾞﾗﾌｪﾝの応用範囲は無限であり工夫次第で今後大きな発展が期待されます。 

下に示した写真は、私たちのCVD成長技術を用い r面ｻﾌｧｲｱ基板上に成長したｸﾞﾗﾌｪﾝです。

グラフェンは光を通し透明ですが、2 インチ基板上に均一にｸﾞﾗﾌｪﾝが生成しております。

本手法によれば、再現性良くｸﾞﾗﾌｪﾝを量産することが可能です。 
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 図．2インチｒ面サファイ基板上での CVD 成長グラフェン 
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